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[57]申請專利範圍
1.　一種用於畫素電路之資料存取方法，用以致能該畫素電路，該畫素電路包含一畫素單元
及一記憶體電路，該記憶體電路包含一第一開關、一開關單元、一第二開關及複數個記

憶體單元，該第一開關耦接於該畫素單元，該第一開關在由該畫素單元讀出資料時被開

啟，以由該畫素單元接收複數個第一電壓，其中該些第一電壓係各自對應於一第一位元

串所包含之複數個位元，該開關單元耦接於該第一開關，用以控制切換該畫素單元之一

資料讀取模式或一資料寫入模式，該第二開關耦接於該畫素單元，該第二開關在寫入資

料於該畫素單元時被開啟，以由該開關單元接收複數個第二電壓，其中該些第二電壓係

各自對應於一第二位元串所包含之複數個位元，該複數個記憶體單元，耦接於該開關單

元，每一記憶體單元包含一第三開關及一電容，該第三開關係在該每一記憶體單元用來

儲存該第一電壓或讀取該第二電壓時被開啟，該電容的一第一端耦接於該第三開關之一

第一端，且該電容之一第二端係接地，其中該複數個記憶體單元所包含之該電容的電容

值實質上相同，該資料存取方法包含：根據原先儲存於該些記憶體單元之複數個第二電

壓在一第二位元串中各自對應之一位元的權位，決定該些第二電壓由該些記憶體單元各

自被讀取之一讀取時間長度，並由該些記憶體單元讀取該些第二電壓；及 將所讀取之該
些第二電壓傳輸至該畫素單元；其中該些第二電壓各自對應之該讀取時間長度係相異。

2.　如請求項 1所述之資料存取方法，另包含：根據原先儲存於該些記憶體單元之該複數個
第二電壓在該第二位元串中各自對應之該位元的權位，決定該些第二電壓由該些記憶體

單元被讀取之一第二順序。

3.　如請求項 1所述之資料存取方法，其中由該些記憶體單元讀取該些第二電壓的一加總讀
取時間長度係等於一條掃描訊號線開啟時間長度、複數條掃描線開啟時間長度、讀取單

一畫面的時間長度、或讀取複數個畫面的時間長度。
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4.　如請求項 1所述之資料存取方法，其中當由該些記憶體單元讀取該些第二電壓時，儲存
該第二位元串中一第一權位位元的記憶體單元所包含之該開關之致能時間點係早於或晚

於儲存該第二位元串中一第二權位位元的記憶體單元所包含之該開關之致能時間點，且

在該第二位元串中，該第一權位位元之權位係高於該第二權位位元。

5.　如請求項 1所述之資料存取方法，其中當由該些記憶體單元讀取該些第二電壓時，儲存
該第二位元串中一第一權位位元的記憶體單元所包含之該開關的致能時間寬度係大於或

小於儲存該 第二位元串中一第二權位位元的記憶體單元所包含之該開關的致能時間寬
度，且在該第二位元串中，該第一權位位元之權位係高於該第二權位位元。

6.　如請求項 1所述之資料存取方法，另包含：由該畫素單元接收複數個第一電壓，該些第
一電壓係各自對應於一第一位元串所包含之複數個位元；及根據該些第一電壓各自在該

第一位元串中對應之一位元的權位，決定該些第一電壓寫入複數個記憶體單元之一第一

順序，並將該些第一電壓寫入該些記憶體單元；其中該些第一電壓各自對應之一寫入時

間長度係相異。

7.　如請求項 6所述之資料存取方法，其中寫入該些第一電壓至該些記憶體單元的一加總寫
入時間長度係等於一條掃描訊號線開啟時間長度、複數條掃描線開啟時間長度、寫入單

一畫面的時間長度、或寫入複數個畫面的時間長度。

8.　如請求項 6所述之資料存取方法，其中當寫入該些第一電壓至該些記憶體單元時，預定
儲存該第一位元串中一第一權位位元的記憶體單元所包含之該開關之致能時間點係早於

或晚於預定儲存該第一位元串中一第二權位位元的記憶體單元所包含之該開關之致能時

間點，且在該第一位元串中，該第一權位位元之權位係高於該第二權位位元。

9.　如請求項 6所述之資料存取方法，其中當寫入該些第一電壓至該些記憶體單元時，預定
儲存該第一位元串中一第一權位位元的記憶體單元所包含之該開關的致能時間寬度係大

於或小於儲存該第一位元串中一第二權位位元的記憶體單元所包含之該開關的致能時間

寬度，且在該第一位元串中，該第一權位位元之權位係高於該第二權位位元。

10.   如請求項 6所述之資料存取方法，其中該些記憶體單元係各自包含一開關，且當該開關
被致能時，包含該開關之一記憶體單元方可讀取或寫入電壓。

圖式簡單說明

第 1圖為一般液晶面板的簡略示意圖。
第 2圖為本發明所揭露之畫素電路的示意圖，其中該畫素電路用來替代第 1圖所示畫素

陣列單元所包含複數個以陣列方式排列之畫素單元。

第 3圖為第 2圖所示之畫素電路在畫素單元進入資料讀取模式或資料寫入模式時的運作
時序示意圖。

第 4圖為根據第 2-3圖所揭露之電壓寫入/讀取方式所揭露之資料存取方法的流程圖。

(2)

- 5901 -



(3)

- 5902 -



(4)

- 5903 -



(5)

- 5904 -



(6)

- 5905 -


